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1. 緒言
光の波長より小さい金属ナノ粒子は局在型表面プラズモン共鳴 (LSPR)によって可視-近赤外領

域において光吸収を示す. LSPR特性は粒子周囲の局所環境に強く依存して変化するため,揮発性有

機化合物 (VOC)などの光学応答ガス検知センサへの応用が期待される. 特に銀ナノ粒子 (Ag NPs)

は可視領域に強い LSPR光吸収を有するため,プラズモニックセンサの有力な候補のひとつである.

我々は Ag NPsの透過型 LSPRを利用した揮発性有機化合物 (VOC)検知センサの開発を進めてお

り,これまでに Arプラズマ処理による VOC検知能の向上を報告している [1]. 本講演では,プラズ

マ処理した Ag NPsによる２成分系 VOC混合物蒸気の検知について報告する.

2. 実験および結果
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Fig. 1 UV-vis spectra taken with and with-
out cyclohexane (C6H12) vapor for sputter-
deposited Ag NPs before and after Ar plasma
exposure for 1000 s.

基板には透明溶融石英 (SiO2)を用いた. Ag NPsは

DCスパッタリング法および真空蒸着法を用いて堆積

させた. スパッタ堆積にはデスクトップ型スパッタ

コーター (電圧 1.2 kV)を用い,堆積中の電流値は約 6

mAであった. 真空蒸着では,蒸着中の基板温度を 573

K に保ち, 水晶振動子膜厚モニタを用いて 0.01 nm

s−1の蒸着速度で 10 nm堆積させた. Arプラズマ処理

は, 13.56 MHzの高周波プラズマを用い, RF出力 18

Wで行った. Ag NPsの VOC応答性を試験するため,

自作測定システムを構築した. N2ガスをキャリアガ

スとし, VOC蒸気をAg NPs上に曝露しながらUV-vis

スペクトルを測定した. N2とVOCの混合ガスの流量

を 100 sccmに保ち,混合比を変化させることでVOC

蒸気濃度を調整した.
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Fig. 2 Dependence of PIC on the concen-
tration of VOC for sputter-deposited Ag
NPs exposed to Ar plasma for 1000 s.

Fig. 1にスパッタ堆積 Ag NPsの 1000秒間プラズ

マ曝露前後の UV-visスペクトルを示す. プラズマ処

理により,シクロヘキサン蒸気の存在下でのスペクト

ル変化が顕著になった. Ag NPsの VOC応答性は特

定の波長における強度変化から評価した. Fig. 2に示

すように, VOCの種類により応答性が異なることが

わかる. この応答性の違いは VOCの蒸気圧の違いに

よるものと考えられる. 講演では,混合系蒸気に関す

る応答性について主に議論する.

[1]細見ほか,第 66回応用物理学会春季学術講演会 12a-W641-4.
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